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1. 서론

최근 집적회로의 밀도 증가로 인하여 전자부품

의 전극 간격과 크기가 감소하면서 전도성 범프의 

간격도 감소하게 되었고 최근 50μm 이하에서도 

전기적 단락을 방지하기 위한 미세간격을 갖는 

전도성 범프를 요구하고 있다 [1]. 한편, 기존 

전기 도금 공정에서는 일반 노광 공정을 이용하여 

실린더 형상의 범프를 형성하였다. 이 경우 압력이 

가해지면 범프의 변형 방향을 예측할 수 없으므로 

범프 간의 전기적인 단락이 발생할 수 있고, 도금 

공정에서 긴 시간과 정밀한 공정 제어가 필요하다

는 단점이 있다. 따라서 본 연구에서는 새로운 

공정을 이용하여 미세간격에서도 적용할 수 있는 

웨이퍼레벨의 전도성 경사 범프 (Inclined 

Conductive Bump, ICB) 를 제작하였다. 또한 경사 

노광과 CMP 공정을 이용하여 전극 위에 70, 80도의 

경사진 중공 실린더 형상의 전도성 경사 범프를 

제작하고 적합한 형상을 제안하였다.  

 

2. 전도성 경사 범프의 설계

현재 사용되고 있는 ACF의 전도성 입자는 폴리머

를 코어로 하여 그 외부에 메탈과 절연층을 코팅하

여 사용 한다 [2]. 입자의 크기는 일반적으로 직경 

3-5μm이다. 전도성 입자가 아닌 전기도금을 통하

여 전도성 범프를 형성하는 경우 지름 10μm, 높이 

6μm부터 지름 18-20μm, 높이 150μm까지 다양한 

크기로 제작이 가능하다[3-5]. 본 연구에서는 50

μm 이하 범프 간격에서도 전기적 단락이 발생하지 

않도록 Fig. 1과 같이 지름 20μm, 두께 3μm, 

높이 20μm와 30μm의 간격을 가진다. 또한 경사 

각도는 10μm 이내 간격에서 전기적 단락이 발생하

지 않는 범위 내에서 각도를 결정하여 전극 위에 

70, 80도의 전도성 경사 범프를 제작하였다.

Fig. 1 Schematic views of ICB

3. 전도성 경사 범프의 제작

(1) 전극 형성 : Oxide층 위에 형성될 전극은 

lift-off 공정을 이용하여 형성한다. AZ9260을 

이용하여 전극 패턴을 형성한 후, Cr과 Au를 각각 

증착한다. 증착이 끝난 후, 웨이퍼를 아세톤에 

넣고 AZ9260과 그 위에 증착된 Cr/Au를 제거하여 

최종적으로 전극을 SiO2 웨이퍼 위에 형성한다.

(2) 범프 패터닝 : 전극이 형성된 웨이퍼 위에 

AZ9260을 이용하여 경사 노광, 현상하여 범프를 

패터닝 한다. 이 때 경사는 굴절의 법칙(Snell’s 

law)를 따른다.

(3) Seed layer 증착 및 전기도금 : E-beam evap-

orator를 이용하여 seed layer로 사용할 Ti/Cu 층

을 증착하고 전기 도금을 통하여 중공 실린더 형태

의 범프를 형성한다. 전기도금 공정은 벽면의 두께

에 따라 달라지며 3μm일 때에는 14분이 소요된다.

(4) CMP공정 : 위와 같이 Seed layer는 웨이퍼 

전체에 증착되므로 전기 도금으로 형성된 구리층 

역시 웨이퍼 전체에 전기적으로 연결되므로 전도

성 범프 사이를 전기적으로 절연시키기 위하여 

CMP(Chemical mechanical polishing) 공정을 이

용한 기계적 가공을 통하여 윗면을 가공하여 각각

의 범프를 전기적으로 절연시킨다.
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Fig. 2 Novel process flow for fabricating ICB

4. 전도성 경사 범프의 제작결과

Fig. 3(a)와 같이 80도의 경사각을 가지는 범프

는 완전한 원형 윗면을 가지는 반면 70도의 경사각

을 가지는 범프는 C형 윗면이 형성되었다. Fig. 

3(b)는 경사진 전도성 범프의 단면 사진을 나타낸

다. 경사각 80도의 범프는 실린더의 옆면 전체에 

전기도금이 진행되어 범프의 높이가 동일하고 두

께 역시 균일하게 凵와 같은 형상을 갖는다. 그러나 

경사각 70도의 범프는 전기도금으로 옆면이 형성

되지 않아 L자 형상을 하고 있거나 중간이 끊어진 

凵자와 같은 형상을 하고 있다.

이와 같은 문제는 seed layer를 증착하는 과정에

서 발생하며 전극과 80도의 경사를 가지는 범프의 

경우 경사노광 된 감광제 패턴의 옆면까지 seed 

layer가 전체적으로 증착되어 원형의 윗면과 凵자 

형상의 단면을 가지는 범프가 형성된다. 하지만 

70도의 경사를 가지는 범프의 경우 경사노광 된 

패턴의 내부 옆면에는 seed layer가 증착되지 않아 

C형 윗면과 L자 단면을 가지는 실린더 형상의 범프

가 형성된다. 따라서 전도성 경사 범프로는 전극과 

80도의 각도가 적합하다고 판단된다.  

Fig. 3 Top and Cross-section views of ICB

Fig.4 SEM image of a Inclined Conductive Bump

Fig. 4는 80도의 경사각을 가지는 전도성 경사 

범프의 SEM사진이다.

5. 결론

기존 ACF가 가지고 있는 문제점을 해결하기 위하

여 경사노광을 통하여 전도성 경사 범프의 형상과 

웨이퍼 레벨에서의 새로운 제작 공정을 제안하였

고, 공정을 통하여 전극과 70도, 80도의 경사를 

가지는 두 가지의 범프를 제작하여 80도의 전도성 

경사 범프가 제작에 적합하는 것을 확인하였다.
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